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С момента появления электронных устройств они все глубже проникают в обиход человека. Сегодня не возможно представить ни одно устройство, не использующее микроэлектронику. Даже, на первый взгляд, сложные механические устройства не обходятся без датчиков и контроллеров.  С развитием промышленных технологий электроника становится компактнее, а ее функционал и производительность возрастают. Эти факторы и влияют на ее проникновение во все области машиностроения, приборостроения и другие сферы жизни человека, что сказывается постоянно растущим спросом на микроэлектронные компоненты.
Связь – одна из крупнейших сфер применения микроэлектронных устройств. Постоянно увеличивающееся количество устройств и абонентов связи требует увеличения их количества, при этом необходимо сохранять условие миниатюризации. Основными элементами устройства приема и передачи высокочастотного радиосигнала являются: антенны, усилители радиочастоты, гетеродины, смесители, фильтры частот, детекторы и другие. Многие из этих элементов можно выполнить по планарной технологии. Это позволит формировать на одной подложке несколько элементов одновременно, избегая соединительных элементов, применимых при сборке устройств из отдельных компонентов, а также снизить стоимость производства посредством отказа от аналогичных элементов: индивидуальных корпусов, разъемов, соединительных кабелей. Кроме того, использование планарных технологий позволяет расширить диапазоны характеристик для элементов систем приема–передачи данных. Например, микрополосковые фильтры могут работать в диапазоне частот от 1 до 50 ГГц, в отличие от керамических, ПАВ и LC фильтров, работающих на частотах до 2 ГГц. Именно из-за кардинальных преимуществ перед аналогами, для проведения экспериментов по получению опытных образцов и отработки технологии формирования были выбраны микрополосковые полосно-пропускные фильтры, применяемые в современных системах передачи информации, средствах радиоэлектронной борьбы и радарах [1]. 
Для формирования структуры фильтра были выбраны методы ионно-плазменной обработки: ионное травление и магнетронное распыление. Методы ионно-плазменной обработки, позволяющие формировать функциональные слои, удалять вспомогательные и обеспечивать требуемую морфологию подложек перед нанесением комплекса покрытий. Преимуществами данных методов является высокая частота покрытий благодаря работе в среде вакуума, а также высокая точность работы с наноразмерными структурами. 
Для изготовления опытных образцов был разработан технологический маршрут. Первым этапом является ионная обработка предварительно подготовленных подложек, это позволяет удалить загрязнения и газы с приповерхностных слоев подложки. Вторым этапом, в том же вакуумном цикле, проводится осаждение тонкопленочного покрытия методом магнетронного распыления. После металлизации на подложках формируется фоторезистивная маска, повторяющая рисунок топологии будущего фильтра. Через сформированные окна, методом ионного травления производится удаление медного слоя. Распыление производилось при давлении 10-3 Па, мощность ВЧ-блока питания 75 Вт. Ионное травление производилось при давлении 10-5 Па и мощности постоянного тока 90 Вт. Заключительным этапом является удаление фоторезистивной маски жидкостным методом.  На рис. 1 приведено изображение требуемой топологии фильтра с размерами, полученными в результате расчета в программном пакете iFilter design системы автоматизированного проектирования AWR Design Environment. На рис. 2 представлен образец фильтра, полученный по описанной технологии [2].
В результате работы были получены образцы топологий полоснопропускных фильтров. Использование метода магнетронного распыления позволило получить равномерное покрытие толщиной 1 мкм с высокими показателями адгезии. Применение ионного травления позволило получить неискаженные геометрические параметры топологии, в отличие от жидкостных методов травления, при которых неизбежно появление бокового подтрава. Исследования структуры на профилометре показали, что отклонения толщины от заданных по итогам моделирования значений составляют менее 5 %, отклонения геометрических параметров менее 10%, что является допустимым для экспериментальных образцов [3]. 
В дальнейшем планируется проведение экспериментов по формированию других элементов устройств связи по отработанной технологии, а также формирование одновременно нескольких устройств на одной подложке за один технологический цикл.
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Рис.1 Геометрия требуемой топологии с размером
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Рис.2 Образец полученной топлогии
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